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Маса транзистора не більше 1,45 г.

Схема розташування виводів

 Кремнієві планарні біполярні універсальні n-p-n транзистори 2Т630А КК, 2Т630Б КК 
в металоскляному корпусі 2 7 39 , призначені для роботи в підсилювачах, КТ- -  (TO- )
перемикаючих пристроях, силових каскадах ключових стабілізаторів і перетворювачів 
радіоелектронної апаратури.

 

 Транзистори .2Т630А КК, 2Т630Б КК відповідають технічним умовам КФУЛ.431500.006 ТУ
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Транзистори:
2Т630А КК, 2Т630Б КК.
Коди маркування:
2Т630А, 2Т630Б.

ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ (25 ± 10) оС 

Назва параметру, 
одиниця вимірювання 
(режим вимірювання) 

Символ 

Норма 

2Т630А КК 2Т630Б КК 

не менше не більше не менше не більше 

Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі зі 
спільним емітером 
(VCB =10 В, IС=150 мА) 

hFЕ 40 120 80 240 

Гранична напруга, В 
(IЕ=100 мА, tUЈ300 мкс, Qі200) 

VCEO 

(SUS) 
90 - 80 - 

Зворотний струм колектор-емітер, мкА 
(VCB =90 В, RBEЈ3 кОм) 

ICER - 1 - 1 

Зворотний струм колектор-емітер, мкА 
(VЕB=5 В) IЕBO - 0,1 - 0,1 

Напруга насичення колектор-емітер, В 
(IC=150 мА, IB=15 мА) VCEsat - 0,3 - 0,3 

Напруга насичення база-емітер, В 
(IC=150 мА, IB=15 мА) 

VBEsat - 1,1 - 1,1 

Пробивна напруга колектор-емітер, В 
(RBЕ=3 кОм, IC =100 мкА) 

V(BR)CER 120 - 120 - 

Пробивна напруга емітер-база, В 
(IE=100 мкА) 

V(BR)EBO 7 - 7 - 

 


